
如韵电子  CONSONANCE 

升压型开关模式高亮度 LED 驱动控制芯片 

CN5619 
概述: 

CN5619是一款高效率PFM升压型开关模式高亮度

LED驱动控制芯片，它能够利用2.7伏特到6伏特的

输入电压以高达数安培的电流驱动多颗串联高亮

度白光LED。CN5619以高达600KHz的频率控制片

外N型场效应晶体管，使得流经LED的电流为恒定

电流，从而保持恒定亮度。流经LED的电流可以

通过外部电阻设置。通过外部功率电阻扩展的

LED电流可以高达数安培。其它功能包括片内软

启动电路，电感电流限制功能和片内LED电流检

测电阻等。 

CN5619采用8管脚小外形封装(SOP8)。 

应用: 

 电池供电的 LED 灯具 

 DC-DC LED 驱动 

 平板显示器背光 

 RGB 背光驱动 

 单节锂电池驱动单颗 3W 白光 LED 

 

特点: 

 工作电压范围：2.7V 到 6V 

 软启动电路 

 内置 LED 电流检测电阻 

 通过外部功率电阻扩展 LED 电流达数安培 

 电感电流限制功能 

 工作温度范围： 

     －40℃ 到 85℃ 

 采用8管脚小外形封装(SOP8) 

 产品无铅 
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图 1  典型应用电路(LED 电流小于 350 毫安) 
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图 2  典型应用电路(LED 电流大于 350 毫安) 

管脚功能描述 

序号 名称 功能描述 

1 VDD 电源正极输入。 VDD是内部电路的电源正极输入端。 

2 GND 地, 电源负极输入。 

3 CS LED电流检测输入端。 

4 NC 没有连接 

5 ISET 

LED电流设置端。有两个途径设置LED电流，第一个途径是通过在ISET管

脚和VDD管脚之间连接一个电阻RISET实现的，但是通过这种途径设置的

LED电流最大不超过350毫安。第二个途径是通过在CS管脚和地之间接一

个电阻RCS(如图2所示)来设定。 

这样, 计算LED总电流的公式如下： 

           ILED = 910V／RISET＋0.3V／RCS 

其中，ILED的单位是安培(A) 

           RISET的单位是欧姆(Ω)，RISET不能小于2.7KΩ 

           RCS的单位是欧姆(Ω) 

6 NC 没有连接 

7 DRV 栅极驱动输出。此管脚可以直接驱动片外N型场效应晶体管的栅极。 

8 ILIM 

电感电流检测输入端。在片外功率晶体管导通时，电感电流通过在此管脚

和地之间的一个电阻被检测，如果ILIM管脚的电压大于0.2V，表示电感电

流已经达到限制值，片外功率晶体管被关断。为了消除功率晶体管导通瞬

间开关噪声对电感电流检测的影响，在功率晶体管导通的第一个150纳秒

时间内，电感电流检测功能被禁止，这个是电感电流检测盲区时间。 
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极限参数 

VDD 管脚电压……………….….－0.3V to 6.5V          最高结温…………..………...150℃ 

其它管脚电压…………...…－0.3V to VDD+0.3V         储存温度……………….........－65℃ to 150℃ 

热阻(Junction to Case) ..................190℃/W               焊接温度………………….....260℃(10 秒)       

工作温度范围….............................－40℃ to 85℃              

          

超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围，在这样的极限条件下

工作，器件的技术指标将得不到保证，长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。  

电气参数 

(VDD=3.6V, TA=25℃, 除非另外注明) 

参数 符号 测试条件 最小      典型     最大 单位 

工作电压范围 VDD  2.7                   6 伏特 

静态工作电流 IVDD RISET=3kΩ         440        微安 

CS管脚 

 漏电流 ICS VDD=GND，VCS=5.5V 1 微安 

调制电压 VCS 正常工作         300 毫伏 

ILIM管脚 

检测阈值 VLIM 正常工作，电感充电         200 毫伏 

电感电流检测盲区时间 tBLANK          150 纳秒 

检测比较器传输延时 tPD          100 纳秒 

DRV管脚 

上升时间 tr CDRV＝500pF 50 纳秒 

下降时间 tf CDRV＝500pF 30 纳秒 

详细描述 

CN5619是以电流源方式工作的高效率PFM升压型直流－直流转换控制芯片。器件内部集成有电压基准

源，振荡器，比较器，转换控制电路和LED电流检测电阻等功能模块。内部LED电流检测电阻可以通过

不超过350毫安的LED电流，简化了外围电路，降低了系统成本。通过外部功率电阻扩展的LED电流可以

高达数安培。CN5619工作电压范围为2.7V到6V，非常适合电池供电的系统高效率地驱动多颗串联高亮度

LED的应用。 

芯片内部还集成有软启动电路和电感电流限制功能。 

CN5619采用8管脚小外形封装(SOP8)。 

应用信息 

设置 LED 电流 
有两个途径设置LED电流，第一个途径是通过在ISET管脚和VDD管脚之间连接一个电阻RISET实现的，但

是通过这种途径设置的LED电流最大不超过350毫安。第二个途径是通过在CS管脚和地之间接一个功率电

阻RCS(如图2所示)来设定。 

这样，计算LED总电流的公式如下： 

              ILED = 910V／RISET＋0.3V／RCS 

其中，ILED的单位是安培(A) 

              RISET的单位是欧姆(Ω)，RISET不能小于2.7KΩ 

              RCS 的单位是欧姆(Ω) 



 
 
电感电流限制功能 
在片外功率晶体管导通期间，通过在 ILIM 管脚和地之间的电阻 RLIM(如图 1 和图 2 所示)检测电感电流，

当 RLIM 上的电压达到 0.2V 时，表示电感电流已经达到限制值，则芯片内部的电压比较器输出控制信号，

关断片外功率晶体管。考虑到该电压比较器 100 纳秒的传输延时，最大电感电流如下式所示： 

                   ILmax＝(0.2／RLIM)+(VIN／L)×10
－7 

最大电感电流要小于电感的磁饱和电流，同时最大电感电流也要满足输出功率的要求。 

为了消除功率晶体管导通瞬间开关噪声对电感电流检测的影响，在功率晶体管导通的第一个 150 纳秒时

间内，电感电流检测功能被禁止，这个是电感电流检测盲区时间。 

LED 开路保护 
CN5619 没有 LED 开路保护功能，在实际应用中，应该同 LED 并联一个稳压二极管做 LED 开路保护，

如图 3 所示。在图 3 中，二极管 D2 就是用来做 LED 开路保护的稳压二极管。稳压二极管的击穿电压应

该大于 LED 串正常工作时的电压，以保证在正常工作时，稳压二极管中没有电流流过；同时稳压二极管

的击穿电压应该小于功率晶体管，整流二极管和输出电容的额定电压，以保证在 LED 开路时不会损坏电

路中的元器件。 

VDD

CS

CN5619

ISET

GND

LED

DRV

ILIM

L1
10uH

1

2

3

5

7

8

M1
NMOSFET

C2
22uF

输入电压

LED

RLIM

LED串

D1

D2

图 3  LED 开路保护 

 
锂电池供电驱动单颗 3W 白光 LED 
单颗 3W 白光 LED 的正向导通电压约为 3.5V，电流约为 700 毫安。因为锂电池的电压范围

为 2.5V 到 4.2V，所以单节锂电池不能用线性方式驱动单颗 3W 白光 LED，如果将 CN5619
的 CS 端电压降和整流二极管的电压计算在内，CN5619 的典型应用电路非常适合于锂电池

供电驱动单颗 3W 白光 LED 的应用。 
输入电压大于 6V 的应用电路 
虽然 CN5619 的工作电压最高只能到 6V，但是也能控制超过 6V 的输入电压驱动 LED，如图 4 所示。在

图 4 中，二极管 D2 是稳压二极管，其击穿电压除了要在 2.7V 到 6V 之间外，还要能够使片外场效应晶

体管完全导通，以保证有较高的转换效率。流过电阻 R1 的电流除了供给 CN5619 所需的大约 500 微安

的电流外，还要提供稳压二极管 D2 击穿所需要的偏置电流。 
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图 4  输入电压大于 6V 的应用 

 
用 PWM 信号或逻辑信号调整 LED 亮度 
LED 的亮度可以通过 PWM 信号或逻辑信号调整，如图 5 所示。在图 5 所示的电路中， 

当 PWM 信号的占空比为 0 时，即 PWM 或逻辑信号为零电平，则流经 LED 电流最小，其值为： 

                    ILED = 910V／RISET 

      

当 PWM 信号的占空比为 1 时，即 PWM 信号或逻辑信号为高电平，则流经 LED 电流最大，其值为: 

                    ILED = 910V／RISET＋0.3V／RCS 

 

所以调整 PWM 信号的占空比就可以使 LED 电流在最大值和最小值之间变化，从而达到调整 LED 亮度

的目的。 

调整 LED 亮度的 PWM 信号的频率应该小于 10KHz。并且图 5 中 N 型场效应晶体管的导通电阻应该远小

于 RCS 的阻值。 
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                               图 5   调整 LED 亮度 

元器件选择 
图 1 或者图 2 所示电路中的元器件选择依据如下： 

(1) 输入滤波电容C1：可以选用陶瓷电容或者电解电容，电容值为22uF。关于输入滤波电容的考虑,请参

考我公司的应用笔记“AN102 输入电源滤波电容可能引起的问题”，其互联网链接地址为

“http://www.consonance-elec.com/pdf/输入电源滤波电容可能引起的问题.pdf”。 

(2) 输出电容C2：需要选用串联等效电阻(ESR)小的陶瓷电容；电容值应大于47uF。 

(3) 电阻RISET: 消耗的功率最大不超过1毫瓦，所以对RISET的功率额度基本没有要求。 

(4) 电阻RCS: 功率电阻，用来设置LED电流，消耗的功率为流过该电阻的电流×0.3。 

(4) 电阻RLIM: 功率电阻，用来做电感电流检测，消耗的功率大约为最大电感电流×0.2。 

(5) 整流二极管D1：选用肖特基二极管可以提高转换效率。 

(6) 功率开关管M1：是N沟道场效应晶体管(NMOSFET)，根据最大电感电流，选择导通电阻比较低的晶 

   体管，以保证较高的转换效率。 

(7) 电感L1： 

   电感的选择首先要保证电感的磁饱和电流大于所需要的LED电流，其次，为了得到较高的转换效率，

电感的等效电阻(DCR)要小于0.2欧姆。电感值一般为10uH。 

CN5619应用于DC－DC转换电路 
CN5619也可以应用于直流－直流转换电路，如图6所示，输出电压通过电阻R1和R2设置,其公式为: 

Vout＝0.3×(1＋R1／R2)     (伏特) 

 

NMOS管M1和整流二极管D1的耐压值应该根据所设置的输出电压来选择。 



 

                                                                       REV 1.1                  7 

VDD

CS

CN5619

ISET

GND

DRV

ILIM
C1

22uF

L1
10uH

1

2

3

5

7

8

M1
NMOSFET

C2
47uF

输入电压
D1

RLIM

R1

R2

输出电压Vout

C3
10pF

图6   CN5619应用于直流－直流转换电路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

封装信息

 
 

 

 

 

本文中所描述的电路仅供参考，上海如韵电子有限公司对使用本文中所描述的电路不承担任何责任。

上海如韵电子有限公司保留对器件的设计或者器件的技术规格书随时做出修改而不特别通知的权利。 
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